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(54) 반사-투과형 액정표시 장치 및 그 제조 방법

요약

반사-투과형 액정표시장치 및 그 제조방법이 개시되어 있다. 상기 장치는 기판, 기판 상에 게이트 전극, 제1 및 제2 

전극 및 액티브 패턴을 포함하여 형성된 박막 트랜지스터, 박막 트랜지스터 및 기판 상에 제2 전극을 노출하는 콘택홀

을 갖도록 형성된 제1 보호막, 적어도 상기 콘택홀에 대응하는 제1 보호막 부분을 덮도록 제1 보호막 상에 형성된 투

명 전극, 제1 보호막 및 투명 전극 상에 형성되고 표면에 복수의 요철부를 가지는 제2 보호막 및 요철부를 가지는 투

명 전극 상에 형성되고 투명 전극의 일부분을 노출시키는 투과창을 갖는 반사 전극을 구비한다. 유기 보호막 패터닝시

현상 공정 등에서 발생하는 얼룩 불량을 줄일 수 있고, 유기 보호막의 상부에 반사 전극만을 형성함으로써 접착 불량

을 방지할 수 있고, 종래에 비해 별도의 콘택홀 형성을 위한 마스크를 줄일 수 있어 공정 단순화를 도모할 수 있다. 또

한, 투명 전극을 형성하는 공정까지는 노멀 TN 투과형 공정을 사용하므로 접촉 저항에 대한 관리가 용이하다.

대표도

도 3

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 반사-투과형 액정표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 기판의 화소부의 단면도이다.
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도 2a 내지 도 2g는 종래의 반사-투과형 액정표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 기판의 화소부의 제조방법을 설명

하기 위한 단면도들이다.

도 3은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 반사-투과형 액정표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 기판의 화소부의

단면도이다.

도 4a 내지 도 4g는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 반사-투과형 액정표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 기

판의 화소부의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다.

도 5a 및 도 5b는 본 발명의 바람직한 다른 실시예에 따른 반사-투과형 액정표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 기

판의 화소부의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다.

도 6a 및 도 6b는 본 발명의 바람직한 또 다른 실시예에 따른 반사-투과형 액정표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 

기판의 화소부의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명〉

10, 110 : 기판 12, 112 : 게이트 전극

20, 120 : 소오스 전극

22, 122 : 드레인 전극

30, 130 : 무기 보호막 32, 132 : 유기 보호막

40, 140 : 투명 전극 48, 148 : 장벽 금속층 패턴

50, 150 : 반사 전극

45, 145 : 콘택홀

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반사-투과형 액정 표시 장치 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 유기 보호막 패터닝시 현상 

공정 등에서 발생하는 얼룩 불량을 줄일 수 있고 공정 단순화를 도모할 수 있는 반사-투과형 액정표시 장치 및 반사-

투과형 액정표시 장치의 제조 방법을 제공함에 있다.

현재 개발된 여러 가지 평판 디스플레이 장치 중에서 액정표시장치는 다른 디스플레이 장치에 비해 얇고 가벼우며, 

낮은 소비 전력 및 낮은 구동 전압을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 음극선관에 가까운 화상 표시가 가능하기 때문에 다양

한 전자 장치에 광범위하게 사용되고 있다.

액정표시장치는 백라이트와 같은 광원을 이용하여 화상을 표시하는 투과형 액정표시장치와 자연광을 이용한 반사형 

액정표시장치, 그리고 실내나 외부 광원이 존재하지 않는 어두운 곳에서는 표시소자 자체의 내장 광원을 이용하여 디

스플레이 하는 투과 표시모드로 작동하고 실외의 고조도 환경에서는 외부의 입사광을 반사시켜 디스플레이 하는 반

사 표시모드로 작동하는 반사-투과형 액정표시장치로 구분될 수 있다.

액정표시장치 중에서도 현재 주로 사용되는 것은 두 장의 기판에 각각 전극이 형성되어 있고 각 전극에 인가되는 전

압을 스위칭 하는 박막 트랜지스터(thin film transistor; TFT)를 구비하는 장치이며, 상기 박막 트랜지스터는 두 장

의 기판 중 하나에 형성되는 것이 일반적이다. 화소부에 박막 트랜지스터를 이용하는 액정표시장치는 비정질형과 다

결정형으로 구분된다.
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도 1은 종래의 반사-투과형 액정표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터(TFT) 기판의 화소부의 단면도이다.

도 1을 참조하면, 종래의 반사-투과형 액정표시 장치의 화소부는 기판 상에 박막 트랜지스터(25)가 형성되고, 박막 

트랜지스터(25)와 기판(10) 전면에 걸쳐 무기 보호막(30), 유기 보호막(32)이 형성되며, 순차적으로 투명 전극(40) 및

반사 전극(50)이 형성된다. 화소부 중 투명 전극(40)만이 형성된 영역은 투과창(T)이 형성되어 투과 영역으로 동작하

며, 외부 광원에서 발생된 외부 광이 투과창(T)을 투과하여 TFT 기판 상부에 형성되는 칼라 필터 기판(C/F 기판; col

or filter substrate) 쪽으로 진행한다. 반면에 화소부 중 반사 전극(50)이 형성된 영역은 반사 영역으로 동작하고, 반

사 영역에서는 태양광 등이 반사되어 TFT 기판 상부에 형 성되는 C/F 기판 쪽으로 진행하며 투과한다.

도 2a 내지 도 2g는 종래의 반사-투과형 액정표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 기판의 화소부의 제조방법을 설명

하기 위한 단면도들이다.

도 2a를 참조하면, 유리, 석영 등과 같은 절연 물질로 이루어진 기판(10) 상에 제1 금속 막을 증착한 후, 제1 마스크를

이용한 사진 식각 공정으로 상기 제1 금속 막을 패터닝하여 제1 방향으로 신장하는 게이트 라인(도시하지 않음), 상기

게이트 라인으로부터 분기된 게이트 전극(12) 및 상기 게이트 라인의 끝단에 연결되어 상기 게이트 전극(12)에 주사 

전압을 인가하기 위한 게이트 패드(도시하지 않음)를 포함하는 게이트 배선을 형성한다.

도 2b를 참조하면, 상기 게이트 배선이 형성된 기판(10) 상에 실리콘 질화물로 이루어진 게이트 절연막(14)을 증착하

고, 그 위에 비정질 실리콘막 및 n + 도핑된 비정질 실리콘막을 순차적으로 증착한다.

이어서, 제2 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 상기 n + 도핑된 비정질 실리콘막 및 비정질 실리콘막을 연속적으

로 패터닝하여 비정질 실리콘막으로 이루어진 액티브 패턴(16) 및 n + 도핑된 비정질 실리콘막으로 이루어진 오믹 

콘택 패턴(18)을 형성한다.

도 2c를 참조하면, 상기 오믹 콘택 패턴(18) 및 게이트 절연막(14) 상에 제2 금속막을 증착한 후, 제3 마스크를 이용

한 사진 식각 공정으로 상기 제2 금속막을 패터닝하여 상기 게이트 라인과 직교하는 제2 방향으로 신장하는 데이터 

라인(도시 하지 않음), 상기 데이터 라인으로부터 분기된 소오스 전극(20) 및 드레인 전극(22), 그리고 상기 데이터 라

인의 끝단에 연결되어 상기 소오스 전극(20)으로 신호 전압을 인가하기 위한 데이터 패드(도시하지 않음)를 포함하는

데이터 배선을 형성한다. 계속해서, 상기 소오스 전극(20)과 드레인 전극(22) 사이로 노출된 오믹 콘택 패턴(18)을 건

식 식각하여 박막 트랜지스터의 채널 영역을 형성한다.

도 2d를 참조하면, 상기 데이터 배선 및 게이트 절연막(14) 상에 무기 보호막(30)을 증착한 후, 제4 마스크를 이용한 

사진식각 공정으로 상기 드레인 전극(22) 위의 무기 보호막(30)을 제거한다. 이때, 상기 게이트 패드 및 데이터 패드

를 각각 노출시키는 패드 콘택홀들(도시하지 않음)이 함께 형성된다.

도 2e를 참조하면, 상기 결과물의 전면에 유기 보호막(32)을 형성한 후, 제5 마스크를 이용한 노광 및 현상 공정으로 

드레인 전극(22) 및 패드부의 유기 보호막(32)을 제거하여 상기 드레인 전극(22)을 노출시키는 콘택홀(45)을 형성한

다. 여기서 유기 보호막(32)의 두께는 약 3.6 마이크로미터(um) 정도이다. 이와 동시에, 제6 마스크를 이용하여 상기 

유기 보호막(26)의 표면에 광 산란을 위한 다수의 엠보싱(embossing)들을 형성한다. 즉, 두 개의 마스크를 이용한 두

번의 노광 공정과 한 번의 현상 공정으로 콘택홀(45) 및 다수의 엠보싱들을 동시에 형성한다.

도 2f를 참조하면, 상기 결과물의 전면에 ITO(indium-tin-oxide) 또는 IZO(indium-zinc oxide)와 같은 투명 도전막

을 증착하여 투명 전극(40)을 형성한다.

도 2g를 참조하면, 상기 엠보싱을 가지는 유기 절연막(32) 및 투명 전극(40) 상에 반사 전극(50)을 구성하는 반사막

을 식각하는 에천트에 대해 상기 반사막과 유사한 식각율을 갖는 금속, 예컨대 몰리브덴-텅스텐(MoW)을 약 500Å의

두께로 장벽 금속층을 형성한다. 상기 장벽 금속층 상에 알루미늄-내드뮴(AlNd)을 소정 두께로 증착하여 반사막을 

형성한다. 이어서, 후속의 현상 공정시 상기 반사막의 리프팅을 방지하기 위하여 어닐링을 실시한다. 계속해서, 제9 

마스크를 이용한 사진 공정 및 습식 식각 공정으로 상기 반사막 및 장벽 금속층을 패터닝하여 콘택홀(45)을 통해 드

레인 전극(22)과 접속되고 반사막 하부의 일부 투명 전극(40)을 노출시키는 투과창(T)을 갖는 반사 전극(50) 및 장벽

금속층 패턴(48)을 형성한다. 이와 동시에, 게이트 패드와 접속되는 게이트 패드 전극(도시하지 않음) 및 데이터 패드

와 접속되는 데이터 패드 전극(도시하지 않음)이 형성된다.

상술한 종래 방법에 의하면, 유기 보호막 형성시에 박막 트랜지스터의 드레인 전극을 노출시키는 콘택홀을 형성하기 

위하여 두껍게 형성된 유기 보호막을 패터닝 할 경우 현상 공정 등으로부터 유기 보호막의 얼룩 불량이 발생한다.

또한, 유기 보호막 상부에 투과 전극 및 반사 전극이라는 2중 막이 존재하므로 접착(adhesion) 불량이 발생한다.
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또한, 콘택홀의 두께 단차에 의하여 접촉 저항에 관련하여 전처리 공정에 대한 관리가 필요한 단점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 일 목적은 유기 보호막 패터닝시의 발생하는 얼룩 불량을 줄일 수 있고 유기 보호막의 엠보싱 패턴

을 형성함과 동시에 콘택홀을 형성함으로 써 공정 단순화를 도모할 수 있는 반사-투과형 액정표시 장치를 제공함에 

있다.

본 발명의 다른 목적은 유기 보호막 패터닝시의 발생하는 얼룩 불량을 줄일 수 있고 유기 보호막의 엠보싱 패턴을 형

성함과 동시에 콘택홀을 형성함으로써 공정 단순화를 도모할 수 있는 반사-투과형 액정표시 장치의 제조 방법을 제

공함에 있다.

발명의 구성 및 작용

상술한 본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 절연물질로 이루어진 기판과, 상기 기판 상에 게이트 전극, 

제1 및 제2 전극 및 액티브 패턴을 포함하여 형성된 박막 트랜지스터와, 상기 박막 트랜지스터 및 상기 기판 상에 상

기 제2 전극을 노출하는 콘택홀을 갖도록 형성된 제1 보호막과, 적어도 상기 콘택홀에 대응하는 제1 보호막 부분을 

덮도록 상기 제1 보호막 상에 형성된 투명 전극과, 상기 제1 보호막 및 투명 전극 상에 형성되고 표면에 복수의 요철

부를 가지는 제2 보호막 및 상기 요철부를 가지는 투명 전극 상에 형성되고, 상기 투명 전극의 일부분을 노출시키는 

투과창을 갖는 반사 전극을 구비하는 반사-투과형 액정표시 장치를 제공한다.

상술한 본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 기판의 표시 영역에 게이트 전극, 제1 전극, 제2 전극 및 

액티브 패턴을 포함하는 박막 트랜지스터를 형성하고, 상기 박막 트랜지스터 및 상기 기판상에 상에 제1 보호막을 형

성하고, 상기 제1 보호막을 식각하여 상기 제2 전극을 노출시키는 콘택홀을 형성하고, 상기 제1 보호막 상에 적어도 

상기 콘택홀에 대응하는 제1 보호막 부분을 덮도록 투명 전극을 형성하고, 상기 제1 보호막 및 투명 전극 상에 표면에

복수의 요철부를 가지는 제2 보호막을 형성하고, 상기 요철부를 가지는 투명 전극 상에 상기 투명 전극의 일부분을 

노출시키는 투과창을 갖도록 반사 전극을 형성하는 단계를 포함하는 반사-투과형 액정표시 장치의 제조방법을 제공

한다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하고자 한다.

도 3은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 반사-투과형 액정표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 기판의 화소부의

단면도이다.

도 3을 참조하면, 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 반사-투과형 액정표시 장치의 화소부는 기판(110) 상에 게이

트 전극(112), 소스 전극(120) 및 드레인 전극(122)을 가지는 박막 트랜지스터(125)가 형성되고, 박막 트랜지스터(12

5)와 기판(110) 전면에 걸쳐 드레인 전극(122)과 연결되는 콘택홀을 가지는 무기 보호막(130)이 형성된다. 무기 보호

막(130) 상에 종래와 달리 유기 보호막(132) 대신 투명 전극(140)이 형성되고, 반사 전극(140) 상에 엠보싱을 가지는

유기 보호막(132)이 종래 보다 얇은 소정 두께로 형성된다. 반사 영역을 형성하기 위해 유기 보호막(132) 및 반사 전

극(140) 상에 반사 전극(150)이 형성된다.

화소부 중 투명 전극(140)만이 형성된 영역은 투과창(T)이 형성되어 투과 영역으로 동작하며, 외부 광원에서 발생된 

외부 광이 투과창(T)으로 투과되어 TFT 기판 상부에 형성되는 C/F 기판 쪽으로 진행한다. 반면에 화소부 중 반사 전

극(150)이 형성된 영역은 반사 영역으로 동작하며, 태양광 등이 반사 영역에서 반사되어 C/F 기판 쪽으로 진행하며 

투과한다.

본 발명에 따른 반사-투과형 액정표시 장치의 화소부는 엠보싱을 가지는 유기 보호막(132)이 종래 보다 얇은 소정 두

께로 형성됨에 따라 유기 보호막(132) 패터닝시의 발생하는 얼룩 불량을 줄일 수 있고, 유기 보호막(132)의 사용량도

적게된다. 종래에는 유기 보호막(132)의 상부에 투명 전극과 반사 전극이 형성되었으나, 본 발명에 따른 반사-투과형

액정표시 장치의 화소부의 경우는 유기 보호막(132)의 상부에 반사 전극만을 가지므로 접착(adhesion) 불량을 방지

할 수 있다.

이하, 본 발명에 따른 반사-투과형 액정표시 장치의 화소부 제조 공정에 대해 설명한다.

도 4a 내지 도 4g는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 반사-투과형 액정표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 기

판의 화소부의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다.
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본 발명에 따른 반사-투과형 액정표시 장치의 화소부 제조 공정은 박막 트랜지스터의 소스 전극(120) 및 드레인 전극

(122), 무기 절연막(130)을 형성하는 과정(도 4a, 4b, 4c, 4d)까지는 종래의 반사-투과형 액정 표시 장치의 화소부 제

조 공정과 동일하므로 이하 개략적으로 설명한다.

도 4a를 참조하면, 유리, 석영 등과 같은 절연 물질로 이루어진 기판(110) 상에 제1 금속막을 증착한 후, 제1 마스크

를 이용한 사진식각 공정으로 상기 제1 금속막을 패터닝하여 게이트 패드(도시하지 않음) 및 게이트 전극(112) 등을 

포함 하는 게이트 배선을 형성한다.

도 4b를 참조하면, 상기 게이트 배선이 형성된 기판(110) 상에 실리콘 질화물로 이루어진 게이트 절연막(114)을 증

착한다. 게이트 절연막(114) 위에 비정질 실리콘막 및 n + 도핑된 비정질 실리콘막을 순차적으로 증착한 후 제2 마스

크를 이용한 사진식각 공정으로 상기 n + 도핑된 비정질 실리콘막 및 비정질 실리콘막을 연속적으로 패터닝하여 비

정질 실리콘막으로 이루어진 액티브 패턴(116) 및 n + 도핑된 비정질 실리콘막으로 이루어진 오믹 콘택 패턴(118)을

형성한다.

도 4c를 참조하면, 상기 오믹 콘택 패턴(118) 및 게이트 절연막(114) 상에 제2 금속막을 증착한 후, 제3 마스크를 이

용한 사진식각 공정으로 상기 제2 금속막을 패터닝하여 소오스 전극(120) 및 드레인 전극(122) 등을 포함하는 데이

터 배선을 형성한다. 계속해서, 상기 소오스 전극(120)과 드레인 전극(122) 사이로 노출된 오믹 콘택 패턴(118)을 건

식 식각하여 박막 트랜지스터의 채널 영역을 형성한다.

도 4d를 참조하면, 상기 데이터 배선 및 게이트 절연막(114) 상에 무기 보호막(130)을 증착한 후, 제4 마스크를 이용

한 사진식각 공정으로 콘택홀을 만들기 위하여 상기 드레인 전극(122) 위의 무기 보호막(130)을 제거한다.

도 4e를 참조하면, 상기 결과물의 전면에 ITO(indium-tin-oxide) 또는 IZO(indium-zinc oxide)와 같은 투명 도전막

을 증착한 후, 제5 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 상기 투명 도전막을 패터닝하여 콘택홀(145)을 통해 드레인 

전극(22)과 접속되는 투명 전극(140)을 형성한다. 도 4e에서는 도시되어 있지 않지 만 투명 전극(140)은 박막 트랜지

스터의 소스 전극, 채널 영역층 및 드레인 전극의 상부에도 형성될 수 있음은 물론이다.

도 4f를 참조하면, 상기 결과물의 전면에 소정 두께- 바람직하게는 약 1 마이크로 미터(um)-의 유기 보호막(132)을 

형성한다. 이어서, 제6 마스크를 이용한 노광 및 현상 공정으로 유기 보호막(132)의 표면에 광 산란을 위한 다수의 엠

보싱(embossing)들을 형성한다. 도 4f에 도시된 바와 같이, 상기 엠보싱 패턴 중 오목부 중 일부는 투명 전극(140)이 

노출되도록 형성된다. 또는, 엠보싱 패턴은 투명 전극(140)을 전부 덮도록 형성될 수도 있다.(도 6a 및 6b 참조) 유기 

보호막(132)의 두께를 종래 보다 얇게 형성하기 때문에 엠보싱 패턴을 형성하는 공정에서 동시에 콘택홀(145)에 상

응하는 유기 보호막(132) 부분을 제거할 수 있다. 즉, 별도의 콘택홀(145)을 형성하기 위한 마스크를 사용하지 않으

므로 종래에 비하여 마스크 수를 1개 줄일 수 있다. 엠보싱 패턴을 가지는 유기 절연막을 이용하여 멀티 도메인 패턴

을 형성함으로써 광 시야각 기술에 응용할 수 있다.

한편, 콘택홀(145)에 상응하는 유기 보호막(132) 부분을 도 4f에 도시된 바와 같이 제거할 수도 있고, 콘택홀(145)에 

상응하는 유기 보호막(132) 부분에 엠보싱의 볼록부를 형성하도록 할 수도 있다.(도 5a 및 5b 참조)

도 4g를 참조하면, 상기 엠보싱을 가지는 유기 절연막(132) 및 투명 전극(140) 상에 반사 전극(150)을 구성하는 반사

막을 식각하는 에천트에 대해 상기 반사막과 유사한 식각율을 갖는 금속, 예컨대 몰리브덴-텅스텐(MoW)을 약 500Å

의 두께로 장벽 금속층을 형성한다. 상기 장벽 금속층 상에 알루미늄-내드뮴(AlNd)을 상온 내지 150℃의 온도, 바람

직하게는 약 50℃의 온도에서 약 2000Å의 두께로 증착하여 반사막을 형성한다. 이어서, 후속의 현상 공정시 상기 반

사막의 리프팅을 방지하기 위하여 100℃ 이상의 온도에서 30분 이상, 바람직하게는 200℃의 온도에서 1시간 동안 

어닐링을 실시한다. 계속해서, 제7 마스크를 이용한 사진 공정 및 습식 식각 공정으로 상기 반사막 및 장벽 금속층을 

패터닝하여 콘택홀(145)을 통해 드레인 전극(122)과 접속되고 일부 투명 전극(130)을 노출시키는 투과창(T)을 갖는 

반사 전극(150) 및 장벽 금속층 패턴(148)을 형성한다. 장벽 금속층 패턴(148)은 투명 전극(140)과 반사 전극(150) 

간에 갈바니 부식의 발생을 방지하기 위한 것이다. 이와 동시에, 게이트 패드와 접속되는 게이트 패드 전극(도시하지 

않음) 및 데이터 패드와 접속되는 데이터 패드 전극(도시하지 않음)이 형성된다.

본 실시예에서는 액티브 패턴(116), 오믹 콘택 패턴(118) 및 데이터 배선을 2매의 마스크를 이용하여 형성한다. 그러

나, 본 출원인은 하나의 마스크를 이용하여 액티브 패턴(116), 오믹 콘택 패턴(118) 및 데이터 배선을 형성함으로써, 

하부-게이트 구조의 박막 트랜지스터-액정표시장치를 제조하는데 사용되는 마스크의 수를 줄일 수 있는 방법을 발

명하여 대한민국 특허청에 출원번호 1998-049710호로 출원한 바 있다. 이 방법을 상세히 설명하면 다음과 같다.

먼저, 게이트 절연막(114) 상에 액티브층, 오믹 콘택층 및 제2 금속막을 순차적으로 증착한다. 상기 제2 금속막 상에 

감광막을 도포하고 이를 노광 및 현상하여 박막 트랜지스터의 채널부 위에 위치하며 제1 두께를 갖는 제1 부분, 데이

터 배선부 위에 위치하며 상기 제1 두께보다 두꺼운 두께를 갖는 제2 부분 및 감광막이 완전히 제거된 제3 부분을 포
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함하는 감광막 패턴(도시하지 않음)을 형성한다. 그런 다음, 상기 제3 부분 아래의 제2 금속막, 오믹 콘택층 및 액티브

층, 상기 제1 부분 아래의 제2 금속막, 그리고 상기 제2 부분의 일부 두께를 식각하여 상기 제2 금속막으로 이루어진 

데이터 배선, n + 도핑된 비정질실리콘막으로 이루어진 오믹 콘택 패턴(118) 및 비정질실리콘막으로 이루어진 액티

브 패턴(116)을 동시에 형성한다. 이어서, 남아있는 감광막 패턴을 제거하면, 하나의 마스크를 이용하여 액티브 패턴(

118), 오믹 콘택 패턴(116) 및 데이터 배선이 동시에 형성된다.

도 5a 및 도 5b는 본 발명의 바람직한 다른 실시예에 따른 반사-투과형 액정표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 기

판의 화소부의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다. 본 발명의 바람직한 다른 실시예에 따른 박막 트랜지스터 기

판의 화소부의 제조방법은 투명 전극(140)을 형성하는 과정까지는 도 4a 내지 도 4e에서 설명한 바와 같다.

도 5a 및 도 5b를 참조하면, 콘택홀(145)에 상응하는 유기 보호막(132) 부분을 제거하지 않고 엠보싱의 볼록부를 형

성하도록 유기 보호막(132)을 패터닝 한다. 그 후 유기 보호막(132) 및 투명 전극(140) 상에 장벽 금속층 패턴(148)

을 형성하고, 반사 영역과 투과 영역을 가지는 반사 전극(150)을 형성한다.

즉, 도 5a 및 5b에 도시된 바와 같이 반사 전극(150)이 콘택홀(145)에 상응하는 투명 전극(140)에 직접 접촉하기 않

도록 할 수 있다. 다만, 이 경우 반사 전극(150)과 투명 전극(140)의 충분한 접촉 면적을 확보하기 위하여 상기 엠보

싱 패 턴 중 오목부 중 일부는 투명 전극(140)이 노출되도록 형성하고, 투명 전극(140) 중 일부 노출된 부분에는 반사

전극(150)이 형성되도록 한다.

도 6a 및 도 6b는 본 발명의 바람직한 또 다른 실시예에 따른 반사-투과형 액정표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 

기판의 화소부의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다. 본 발명의 바람직한 또 다른 실시예에 따른 박막 트랜지스

터 기판의 화소부의 제조방법은 투명 전극(140)을 형성하는 과정까지는 도 4a 내지 도 4e에서 설명한 바와 같다.

도 6a 및 도 6b를 참조하면, 유기 절연막(132)의 엠보싱 패턴은 투명 전극(140)을 전부 덮도록 형성되고, 콘택홀(145

)에 상응하는 유기 보호막(132) 부분을 제거한다. 그 후, 유기 보호막(132) 상에 장벽 금속층 패턴(148)을 형성하고, 

장벽 금속층 패턴(148) 상에 반사 전극(150)을 형성하되, 콘택홀(145) 부분이 반사 전극(150)으로 덮이도록 한다. 콘

택홀(145) 부분이 반사 전극(150)으로 덮여 반사 전극(150)과 투명 전극(140)의 충분한 접촉 면적이 확보되므로 투

명 전극(140)이 노출되지 않도록 유기 절연막(132)의 엠보싱 패턴이 투명 전극(140)을 전부 덮도록 할 수 있다.

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명에 의하면, 엠보싱을 가지는 유기 보호막이 종래 보다 얇은 두께로 형성됨에 따라 유기 보호

막의 사용량이 적어지고, 유기 보호막 패터닝에 따른 현상 공정 등에서 발생하는 얼룩 불량을 줄일 수 있다.

또한, 본 발명에서는 유기 보호막의 상부에 반사 전극만을 형성하므로 종래 유기 보호막의 상부에 투명 전극과 반사 

전극이 형성됨으로 인한 접착(adhesion) 불량을 방지할 수 있다.

또한, 유기 보호막의 엠보싱 패턴을 형성함과 동시에 콘택홀을 형성할 수 있으므로 종래에 비해 별도의 콘택홀 형성

을 위한 마스크를 줄일 수 있어 공정 단순화를 도모할 수 있다.

또한, 본 발명의 콘택홀의 두께 감소에 따라 단차가 감소하고 본 발명에서 투명 전극을 형성하는 공정까지는 노멀(no

rmal) TN(twisted nematic) 투과형 공정을 사용하므로 접촉 저항에 대한 관리가 용이하다.

상술한 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만 해당 기술분야의 숙련된 당업자라면 하기의 

특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변

경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
절연물질로 이루어진 기판;

상기 기판 상에 게이트 전극, 제1 및 제2 전극 및 액티브 패턴을 포함하여 형성된 박막 트랜지스터;

상기 박막 트랜지스터 및 상기 기판 상에 상기 제2 전극을 노출하는 콘택홀을 갖도록 형성된 제1 보호막;
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적어도 상기 콘택홀에 대응하는 제1 보호막 부분을 덮도록 상기 제1 보호막 상에 형성된 투명 전극;

상기 제1 보호막 및 투명 전극 상에 형성되고 표면에 복수의 요철부를 가지는 제2 보호막; 및

상기 요철부를 가지는 투명 전극 상에 형성되고, 상기 투명 전극의 일부분을 노출시키는 투과창을 갖는 반사 전극

을 포함하는 반사-투과형 액정표시 장치.

청구항 2.
제1항에 있어서, 상기 반사 전극은 상기 콘택홀에 대응하는 투명 전극 부분을 덮도록 상기 투명 전극 상에 형성함으

로써 상기 콘택홀을 통해 상기 제2 전극과 접속시키는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시 장치.

청구항 3.
제1항에 있어서, 상기 반사 전극은 상기 콘택홀에 대응하는 투명 전극 부분 을 제외한 투명 전극의 나머지 부분 중 일

부를 덮도록 상기 투명 전극 상에 형성되는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시 장치.

청구항 4.
제1항에 있어서, 상기 제2 보호막의 두께는 1 마이크로미터(um) 이하인 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시 

장치.

청구항 5.
제1항에 있어서, 상기 투명 전극과 상기 반사 전극 사이에 상기 반사 전극과 동일한 패턴으로 형성된 장벽 금속층 패

턴을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시장치.

청구항 6.
제5항에 있어서, 상기 투명 전극은 인듐-틴-옥사이드(ITO)로 이루어지고, 상기 반사 전극은 알루미늄-내드뮴(AlNd)

으로 이루어지고, 상기 장벽 금속층 패턴은 몰리브덴-텅스텐(MoW)으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반사-투과

형 액정표시장치.

청구항 7.
기판의 표시 영역에 게이트 전극, 제1 전극, 제2 전극 및 액티브 패턴을 포함하는 박막 트랜지스터를 형성하는 단계;

상기 박막 트랜지스터 및 상기 기판상에 상에 제1 보호막을 형성하는 단계;

상기 제1 보호막을 식각하여 상기 제2 전극을 노출시키는 콘택홀을 형성하는 단계;

상기 제1 보호막 상에 적어도 상기 콘택홀에 대응하는 제1 보호막 부분을 덮도록 투명 전극을 형성하는 단계;

상기 제1 보호막 및 투명 전극 상에 표면에 복수의 요철부를 가지는 제2 보호막을 형성하는 단계;

상기 요철부를 가지는 투명 전극 상에 상기 투명 전극의 일부분을 노출시키는 투과창을 갖도록 반사 전극을 형성하는

단계

를 구비하는 반사-투과형 액정표시 장치의 제조방법.

청구항 8.
제7항에 있어서, 상기 반사 전극은 상기 콘택홀에 대응하는 투명 전극 부분을 덮도록 상기 투명 전극 상에 형성함으

로써 상기 콘택홀을 통해 상기 제2 전극과 접속시키는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시 장치의 제조방법.

청구항 9.
제7항에 있어서, 상기 반사 전극은 상기 콘택홀에 대응하는 투명 전극 부분을 제외한 투명 전극의 나머지 부분 중 일

부를 덮도록 상기 투명 전극 상에 형성되는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시 장치의 제조방법.

청구항 10.
제7항에 있어서, 상기 제2 보호막의 두께는 1 마이크로미터(um) 이하인 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시 

장치의 제조방법.
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청구항 11.
제7항에 있어서, 상기 투명 전극과 상기 반사 전극 사이에 상기 반사 전극과 동일한 패턴으로 형성된 장벽 금속층 패

턴을 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 반사-투과형 액정표시 장치의 제조방법.

청구항 12.
제11항에 있어서, 상기 투명 전극은 인듐-틴-옥사이드(ITO)로 이루어지고, 상기 반사 전극은 알루미늄-내드뮴(AlN

d)으로 이루어지고, 상기 장벽 금속층 패턴은 몰리브덴-텅스텐(MoW)으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반사-투

과형 액정표시 장치의 제조방법.

도면

도면1



공개특허 10-2004-0022357

- 9 -

도면2a



공개특허 10-2004-0022357

- 10 -

도면2b



공개특허 10-2004-0022357

- 11 -

도면2c



공개특허 10-2004-0022357

- 12 -

도면2d



공개특허 10-2004-0022357

- 13 -

도면2e



공개특허 10-2004-0022357

- 14 -

도면2f



공개특허 10-2004-0022357

- 15 -

도면2g



공개특허 10-2004-0022357

- 16 -

도면3



공개특허 10-2004-0022357

- 17 -

도면4a



공개특허 10-2004-0022357

- 18 -

도면4b



공개특허 10-2004-0022357

- 19 -

도면4c



공개특허 10-2004-0022357

- 20 -

도면4d



공개특허 10-2004-0022357

- 21 -

도면4e



공개특허 10-2004-0022357

- 22 -

도면4f



공개특허 10-2004-0022357

- 23 -

도면4g



공개특허 10-2004-0022357

- 24 -

도면5a



공개특허 10-2004-0022357

- 25 -

도면5b



공개특허 10-2004-0022357

- 26 -

도면6a



공개특허 10-2004-0022357

- 27 -

도면6b



专利名称(译) 反射 - 透射液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR1020040022357A 公开(公告)日 2004-03-12

申请号 KR1020020053633 申请日 2002-09-05

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

[标]发明人 CHA JONGHWAN
차종환
MIN HOONKEE
민훈기
KANG JINKYU
강진규
YI DAESUNG
이대성

发明人 차종환
민훈기
강진규
이대성

IPC分类号 G02F1/1335

CPC分类号 G02B1/14 G02F1/133555 G02F1/1343 G02F1/1362 G02F2203/09 H01L29/786

代理人(译) PARK，YOUNG WOO

外部链接 Espacenet

摘要(译)

一种反射 - 透射型液晶显示装置及其制造方法。该装置包括：形成为具
有接触孔，以暴露上所形成的薄膜晶体管的第二电极，所述薄膜晶体管
和所述基板包括栅电极，第一电极和第二电极，以及在衬底上形成有源
图案，基板，至少一个第一保护膜形成在第一保护膜，以覆盖对应于该
接触孔中的第一保护膜部分，所述透明电极，在第一透明具有保护膜的
形成和一个透明电极的表面上形成具有所述第二保护膜和电极的凹凸部
分的多个凹凸部的并且反射电极具有用于暴露透明电极的一部分的透射
窗口。可以减少在有机保护膜在显影过程中被图案化产生的污点，所以
可以防止粘合力差，通过形成仅在有机保护膜的顶部上的反射电极，与
现有技术相比，可以减少到用于单独形成接触孔工艺的掩模并且可以实
现简化。此外，由于直到形成透明电极的步骤使用正常的TN贯穿型工
艺，因此可以容易地管理接触电阻。 3
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